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Pedgjos gados zinatnieki ir paradijusi, ka nanovadiem piemit augsta fotojutiba, tadgjadi
sadiem materialiem piemit potencials pielietojums optoelektronika. V€l joprojam tiek mekl&ti
dazadi risinajumi ka izgatavot efektivakus nanoizméra fotodetektorus, taja skaitd veidojot
heterostruktiiras no dazadiem materialiem, modific€jot to virsmu, vai izmantojot plazmonu
rezonanses paradibu. Plazmonisku metalu nanostruktiiru izmanto$ana dazadu optoelektronisku
iericu efektivitates un Tpasibu uzlabosanai p&dgjos gados ir kluvusi par aktualu un perspektivu
pétniecibas jomu. Plazmonika sevi ietver manipulacijas ar redzamo gaismu nanoméroga,
izmantojot metalu struktiiras ar daudz mazakiem izmé&riem par gaismas vilna garumu, kuras
virsmas plazmonu ierosinaSana var radit specigus, lokalus elektromagnétiskos laukus. Ir
demonstréta nanovadu fotodetektoru darbibas uzlaboSana, uz to virsmas izvietojot metalu
nanodalinas, ieveérojami samazinot tumsas stravu un palielinot fotovadamibu, rezultata iegtistot
ievérojami labaku fotojutibu. ST projekta pétfjuma mérkis ir izpétit célmetalu nanodalinu
ietekmi uz dazadu materialu nanovadu un nanovadu kodola-apvalka heterostruktiiru
fotorezistoru fotoelektriskajam 1pasibam. Tika salidzinatas divas dazadas metodes nanovadu
rotasanai ar nanodalinam.

Pirmkart, tika izgatavoti tiru ZnO nanovadu fotorezistori un nomeéritas So ieri€u
fotoelektriskas ipasibas. Péc tam uz izgatavotajiem fotorezistoriem no suspensijas tika uznestas
Au nanodalinas, ar SEM konstatéts to daudzums un izvietojums uz nanovada (skat. 1(a) att.),
un parmeéritas fotoelektriskas 1pasibas. Lai objektivi novertetu nanodalinu ietekmi uz Stm
1pasibam, tika salidzinati 1pasibu raksturlielumi vieniem un tiem pasSiem fotorezistoriem pirms
un péc to izrotaSanas ar nanodalinam. Klidas robezas netika noverotas nekadas 1pasibu
izmainas pie dazadam nanodalinu koncentracijam.

Otrkart, salidzinajumam tika izgatavoti ar Au nanodalinam rotati ZnO nanovadi péc
literattira atrodamas metodikas. Uz izaudzétiem ZnO nanovadiem ar magnetronu tika
uzputinata plana (~10 nm) Au kartina, péc tam paraugu karsgjot 600°C, lai kartina savilktos uz
virsmas vienmerigi izvietotas nanodalinas (skat. 1(b) att.). No $adam nanostruktiram
izgatavoti fotorezistori raksturojas ar lielaku atrdarbibu un par kartu lielaku fotostravu neka
tiru ZnO nanovadu fotorezistori (skat. 2 att.), kas arl bija sagaidams no literatiiras.
Fotoelektrisko 1paSibu izmainas tika noveérotas ari ar Ag nanodalinpam rotatiem ZnO
nanovadiem (skat. 1(c) att.). Salidzinot abu izmantoto metozu rezultatus, var secinat, ka
nepiecieSams labs elektriskais kontakts starp pusvaditaja nanovadu un metala nanodalinu, lai
iegttu labu pastiprinajuma efektu. Efekts tika parbaudits ari ZnO-WS; nanovadu kodola-
apvalka heterostruktiram, Au nanodalinam atrodoties vai nu starp ZnO nanovadu un WS>
apvalku vai uz WS, (skat. 1(d) att.), tacu nekadas izmainas fotoelektriskajas pasibas, salidzinot
ar ZnO-WS; nanostruktiiram, netika noverotas.



Secinot, ka ZnO nanovadu virsmas modificéSana lauj iegtit uzlabotas fotoelektriskas
pasibas, tika izgatavotas arl jaunas ZnO-Pbl, nanovadu kodola-apvalka heterostruktiras ar
samazinatu tumsas stravu un lielaku atrdarbibu neka ZnO nanovadiem. Par pétijumu ir
sagatavots zinatnisks raksts “Growth and characterization of ZnO nanowires decorated with
few-layer Pbl> for photodetection applications ”. Projekta starprezultati arf ir mutiski prezent&ti
CFI ikgadgja konference.

1. attels. Skengjosa elektronu mikroskopa atteli ar: (a) ZnO nanovadu uz zelta elektrodiem, kurs
rotats ar Au nanodalinam, uznestam no suspensijas; (b) ZnO nanovadiem ar Au nanodalinam,
uznestam ar magnetrona izputinasanu; (c) ZnO nanovadiem ar Ag nanodalinam, uznestam ar
magnetrona izputinasanu; (d) ZnO-WS; nanovadu kodola-apvalka heterostruktiiram, rotatam ar Au
nanodalinam.
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2. attéls. On-off fotoreakcijas mérijumi (a) ZnO nanovadu un (b) ar Au nanodalinam rotatu ZnO
nanovadu fotorezistoriem pie 1V sprieguma un 405 nm gaismas apstaro$anas ar 1 W/cm? intensitati.



